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＜はじめに＞ 

表面活性化接合 (SAB) 等の異種材料常温

接合技術により、従来実現困難とされてきた新

たな機能素子の実現が期待される。我々はSAB

法を用いた異種半導体接合によりタンデム太

陽電池を作製し、その特性を報告している [1]。 

タンデム太陽電池におけるサブセル等の複

数個の素子を電気的、光学的に接続するための

手段として導電性酸化物を介した接合が有効

と考えられる。今回我々は予備検討として Si

基板上に製膜した ITO薄膜とSi基板と接合し、

その電気特性を調べた。 

＜実験方法＞ 

キャリア濃度 2.6×1019 cm-3の n-Si(100)基板

に Remote Plasma Deposition 法により 90 nm厚

さの ITO層を成膜した。SAB 法によって同一

濃度の n+-Si(100)基板を接合した。接合後、両

Si基板裏面に Ti/Au を蒸着し、オーミック電極

を形成した。接合試料を 2 mm角にダイシング

し、室温で電流-電圧 (I-V) 特性を測定すると

ともに SEMによる断面観察を行った。 

＜結果と考察＞ 

界面付近の SEM 像を図 1に示す。接合界面

に空隙は認められず、良好な接合が得られてい

る。I-V 特性を図 2に示す。直線的な I-V 特性

が得られており、その勾配から抵抗率は 0.1 

Ωcm2 程度と推定される。我々は p+-Si (100) 基

板との接合においても同様の I-V 特性が得ら

れることを確認済みである。今回の結果は素子

プロセスにおける導電性酸化物と半導体の接

合の有効性を示唆している。 

 

Fig. 1.  SEM images of Si/ITO/Si junctions. 
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Fig. 2.  I-V characteristics of n+-Si/ITO/n+-Si 

junctions. 
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